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ホウ素ドープダイヤモンド (BDD) 電極は、小さなバックグラウンド電流、広い電位窓を持つ

ことから、電気化学分析に広く利用されている。ダイヤモンドは、主に (100) 面と、(111) 面を

有しており、結晶方位と電気化学特性には、密接な関係があることが知られている 1。しかし、従

来の電気化学計測法では、局所的に結晶方位と反応性の関係を特定することが困難であった。そ

こで、我々は、ナノスケールの形状計測と電気化学特性の計測を同時に行うことのできる走査型

電気化学セル顕微鏡 (SECCM) 2を用いて、水素終端 BDD (H-BDD) と酸素終端 BDD (O-BDD) 電

極の各結晶方位における電気化学特性を比較検討してきた。本研究で使用した SECCM は、プロ

ーブにガラス管の先を尖らせ、電解液と参照極を充填したナノピペットを用いた。ナノピペット

は、先端半径 50 nmの物を使用し、参照極には、Ag/AgCl線を使用した。本研究では、結晶方位

と表面状態が電気化学特性に与える影響を評価するため、結晶方位において、局所的にサイクリ

ックボルタンメトリー (CV) を用いることで電気化学特性の比較検討を行った。 

0.1 M KCl溶液に、4 mM K4[Fe(CN)]6を電気化学メディエータとして用いた際のH-BDDとO-BDD

の各結晶方位での CVを図 1aに示す。H-BDDと O-BDDの(111) 面が (100) 面と比べて高い反応性

を示すことが分かった。さらに、この応用として、我々は、BDDにおける CO2還元の結晶方位依

存性を評価した。CO2を飽和させた 0.1 M KCl溶液を用いて取得した形状像と電流像を図 1c,dに

示す。この電流像から、BDDの (100) 面において CO2還元の活性が高いことが分かった。 
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Figure 1: CV on (a) (100) and (b) (111) facets in single-crystal H/O-BDD. Nanopipette filled with 4 mM 

K4[Fe(CN)6] in 0.1 M KCl. (c) Topography and (d) reduction current mapping of BDD in the CO2-saturated 

electrolyte at −1.0 V (vs. Ag/AgCl). 
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